
JP 6713259 B2 2020.6.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサチップであって、当該センサチップは、
　基板（１）と、当該基板（１）内の開口部（１３）と、誘電層および導電層から成るス
タック（２）と、コンタクトパッド（２９、３２）と、センシングエレメント（４）とを
有しており、
　前記基板（１）は、前面（１１）と後面（１２）とを備えており、
　前記開口部（１３）は、前記基板（１）の後面（１２）から前記基板（１）の前面（１
１）へと貫通しており、
　前記スタック（２）は前記基板（１）の前記前面（１１）に配置されており、当該スタ
ック（２）の一部分は、前記基板（１）内の前記開口部（１３）にわたって延在しており
、
　前記コンタクトパッド（２９、３２）は、前記センサチップを電気的に接続するために
、前記基板（１）の前記前面（１１）に配置されており、
　前記センシングエレメント（４）は、前記開口部（１３）にわたって延在している前記
スタック（２）の前記一部分に、前記開口部（１３）に面している当該一部分の片側に配
置されており、
　前記基板（１）は、半導体基板であり、
　前記基板（１）の前記前面（１１）で、電子回路（１０）が前記センサチップ内に集積
されている、
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ことを特徴とするセンサチップ。
【請求項２】
　さらに伝導エレメント（３３）を有しており、当該伝導エレメント（３３）は、前記コ
ンタクトパッド（２９、３２）に配置されており、かつ、前記基板（１）の前記前面の側
方部から突出している、請求項１記載のセンサチップ。
【請求項３】
　前記センシングエレメント（４）と相互作用する電極（２４）を有しており、当該電極
（２４）は、前記開口部（１３）にわたって延在する、前記スタック（２）の一部分上に
または当該一部分内に配置されている、請求項１または２記載のセンサチップ。
【請求項４】
　前記スタック（２）は底面誘電層（２１）を有しており、当該底面誘電層（２１）は、
前記開口部（１３）にわたって延在している、前記スタック（２）の前記一部分において
、前記開口部（１３）に面しており、
　前記電極（２４）は、前記スタック（２）の前記底面誘電層（２１）内にまたは前記底
面誘導層（２１）上に配置されている、請求項３記載のセンサチップ。
【請求項５】
　前記センシングエレメント（４）を加熱する加熱構造体（２５）を有しており、当該加
熱構造体（２５）は、前記開口部（１３）にわたって延在している、前記スタック（２）
の前記一部分上に、または、前記一部分内に配置されている、請求項１から４までのいず
れか１項記載のセンサチップ。
【請求項６】
　前記スタック（２）は底面誘電層（２１）を有しており、当該底面誘電層（２１）は、
前記開口部（１３）にわたって延在している、前記スタック（２）の前記一部分において
、前記開口部（１３）に面しており、
　前記加熱構造体（２５）は、前記スタック（２）の前記底面誘導層（２１）内にまたは
前記底面誘導層（２１）上に配置されている、請求項５記載のセンサチップ。
【請求項７】
　前記スタック（２）の導電層から加工処理されたコンタクトパッド（２９）を有してお
り、前記導電層は、接触を可能にするために部分的に露出されている、または、
　前記スタック（２）は再配線層（３）によって被覆されており、当該再配線層（３）は
導電構造を含む絶縁層を含んでおり、かつ、前記スタックの前記コンタクトパッド（２９
）に接続しており、かつ、外部からアクセス可能な自身のコンタクトパッド（３２）を提
供する、請求項１から６までのいずれか１項記載のセンサチップ。
【請求項８】
　誘電層と導電層とから成る前記スタック（２）は、ＣＭＯＳ製造プロセスの使用に対し
て規定されているＣＭＯＳ層から成るスタックである、請求項７記載のセンサチップ。
【請求項９】
　前記電極（２４）と前記センシングエレメント（４）との間、または、前記加熱構造体
（２５）と前記センシングエレメント（４）との間に配置された保護コーティング（５）
を有している、請求項３または５記載のセンサチップ。
【請求項１０】
　前記基板（１）の前記後面（１２）に配置されており、かつ、前記開口部（１３）にわ
たって延在しているメンブラン（６）を有しており、
　前記メンブラン（６）は、測定されるべき媒体に対して透過性である、請求項１から９
までのいずれか１項記載のセンサチップ。
【請求項１１】
　前記センシングエレメント（４）は少なくとも１つの測定量に対して感度を有し、
ａ）前記少なくとも１つの測定量は湿分を含んでいる、または、
ｂ）前記少なくとも１つの測定量は、湿分以外の物質を含んでいる、請求項１から１０ま
でのいずれか１項記載のセンサチップ。
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【請求項１２】
　前記基板（１）の後面（１２）から前記基板（１）の前面（１１）まで貫通している、
前記基板（１）内の他の開口部（１３１）と、
　前記基板（１）内の前記他の開口部（１３１）にわたって延在している、前記スタック
（２）の他の一部分と、
　前記他の開口部（１３１）にわたって延在している、前記スタック（２）の前記他の一
部分に、前記他の開口部（１３）に面している前記他の一部分の片側に配置されている他
のセンシングエレメント（４１）とを有している、請求項１から１１までのいずれか１項
記載のセンサチップ。
【請求項１３】
　センサモジュールであって、当該センサモジュールは、
　回路基板（８）と、請求項１から１２までのいずれか１項に記載されたセンサチップと
を有しており、
　前記回路基板（８）は、コンタクトパッド（８１）を有しており、
　前記センサチップは、前記回路基板（８）に面している前記スタック（２）と、前記回
路基板（８）に背いている前記センシングエレメント（４）と共に前記回路基板（８）に
配置されており、
　前記センサチップの前記コンタクトパッド（３２）は、前記回路基板（８）の前記コン
タクトパッド（８１）に電気的に接続されている、
ことを特徴とするセンサモジュール。
【請求項１４】
　センサチップを製造する方法であって、当該方法は、
　前面（１１）と後面（１２）とを備えた基板（１）と、前記基板（１）の前記前面（１
１）に配置されている、誘電層と導電層とから成るスタック（２）とを提供するステップ
と、
　前記基板（１）内に、当該基板（１）の後面（１２）から、前記スタック（２）の一部
分を露出させるために開口部（１３）を形成するステップと、
　前記開口部（１３）を通じて、前記スタック（２）の前記露出されている一部分に、セ
ンシングエレメント（４）を設けるステップとを有しており、
　前記基板（１）は、半導体基板であり、
　前記基板（１）の前記前面（１１）で、電子回路（１０）が前記センサチップ内に集積
されている、
ことを特徴とする、センサチップを製造する方法。
【請求項１５】
　前記基板（１）の前記開口部（１３）を通じて、前記基板（１）の後面（１２）から反
応性材料を非接触分注することによって前記センシングエレメント（４）を設ける、請求
項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記基板（１）内の前記開口部（１３）を、前記基板（１）の後面（１２）から前記基
板（１）をエッチングすることによって形成する、請求項１４または１５記載の方法。
【請求項１７】
　前記開口部（１３）を通じて前記センシングエレメント（４）を設ける前に、当該セン
シングエレメント（４）と相互作用する電極（２４）を、前記開口部（１３）を通じて、
前記スタック（２）の前記露出されている一部分上に、または、当該一部分内に製造する
、請求項１４から１６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１８】
　前記開口部（１３）を通じて前記センシングエレメント（４）を設ける前に、当該セン
シングエレメント（４）を加熱する加熱構造体（２５）を、前記開口部（１３）を通じて
、前記スタック（２）の前記露出されている一部分上に、または、当該一部分内に製造す
る、請求項１４から１７までのいずれか１項記載の方法。
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【請求項１９】
　前記センシングエレメント（４）を設ける前、かつ、前記電極（２４）または前記加熱
構造体（２５）を製造した後、保護コーティング（５）を前記電極（２４）または前記加
熱構造体（２５）の上部に設け、
　前記センシングエレメント（４）を前記保護コーティング（５）上に設ける、請求項１
７または請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記基板（１）を、複数のセンサチップを構築するための１つのウェハの形態で提供し
、
　複数のセンシングエレメント（４）に対する開口部（１３）を、前記ウェハ内に、当該
ウェハの後面（１２）から成形し、
　センシングエレメント（４）を、前記ウェハの各開口部（１３）内に設け、
　前記センシングエレメント（４）を設けた後、前記ウェハを前記複数のセンサチップに
ダイシングする、請求項１４から１９までのいずれか１項記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センサチップおよびセンサチップを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本願の課題は、半導体基板上に集積されるセンサである。この種の製造は、センサが独
立したタイプと比べて、センサのサイズが格段に低減されるという点において有利であり
、この種のセンサは、同じ半導体基板上に集積されている電子回路とともに配置可能であ
る。この回路は、センサによって供給される信号へ作用する機能を有する。これは例えば
、増幅、評価である。
【０００３】
　センサを含んでいる集積チップを、以降でセンサチップと称する。このようなセンサチ
ップでは、センサおよび存在し得る電子回路は、基板の前面に配置されている。この回路
はＣＭＯＳ処理によって形成され、センサのセンシングエレメントの構築および／または
前面への配置は、このＣＭＯＳ処理とコンパチブルな方法で実行される。このようなセン
サチップが処理システム内に組み込まれる必要がある場合、このセンサチップは典型的に
、異なる回路基板上の回路に接続されるだろう。これは、例えばプリント回路基板である
。このような回路基板にセンサチップを取り付ける有利な方法は、フリップチップ実装と
称される技術である。ここではセンサチップは、センシングエレメントと回路とを含んで
いるその前面が回路基板の方を向き、電気的にこれに接続されるように転回される。電気
的な接続は、典型的に、センサチップの前面に配置されているコンタクトパッドと、回路
基板上に配置されているコンタクトパッドとの間と、それらの間のはんだ付け材料との間
で得られる。
【０００４】
　しかし、ここでセンシングエレメントは回路基板の方を向いている。これは、種々の理
由で有利ではない：センサがセンサ周辺の媒体の測定量を検出すべき場合、このような媒
体は、その配置が回路基板の方を向いているので、センシングエレメントに十分にアクセ
スすることができない。さらに、いっそう悪いことに、センシングエレメントは、処理の
間、影響を受けてしまう。これは、特に、センサチップを回路基板に取り付ける／はんだ
付けするとき、例えば、フラックスを形成するはんだを加えるときである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　発明の開示
　従って、本発明によって解決されるべき課題は、センサチップ処理中の、センサエレメ
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ントの露出が少ない、センサチップを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の課題は、独立請求項１の特徴部分に記載されている構成を有するセンサチップと
、独立請求項１５の特徴部分に記載されている構成を有するセンサチップを製造する方法
とによって解決される。
【０００７】
　センサチップは、前面と後面とを備えた基板を有している。コンタクトパッドは、この
センサチップを電気的に接続するために、基板の前面に配置されている。開口部が基板内
に設けられており、これは、その後面から前面まで貫通している。誘電層と導電層とのス
タックが、基板の前面に配置されており、このスタックの一部分は、基板の開口部にわた
って延在している。センシングエレメントは、開口部にわたって延在している、スタック
のこの一部分に、開口部に面しているこの一部分の片側で配置されている。
【０００８】
　センサチップを製造する方法は、前面と後面とを備えた基板と、この基板の前面に配置
される誘電層と導電層とのスタックとを準備することを含む。開口部が、基板内に、基板
の後面から形成され、これによって、スタックの一部が露出される。センシングエレメン
トは、開口部を通って、スタックの露出されている部分に設けられる。
【０００９】
　次に、センサチップを回路基板に取り付けることができる。このセンサチップの前面は
、回路基板の方を向いている。すなわち、電子回路、もしあればコンタクトチップが配置
されている側である。取り付けのこのような配向は、フリップチップ実装とも称される。
しかしセンシングエレメントは前面に配置されておらず、それ自体は、回路基板に面して
いない。従って、センシングエレメントは、測定される媒体には十分にさらされる。セン
サチップを回路基板上に取り付ける間またははんだ付けする間、センシングエレメントは
露出されず、危険にさらされない。代わりに、センサエレメントは、基板内の開口部と、
基板によって覆われておらず、開口部にわたって延在しているスタックの一部分とによっ
て形成されたキャビティ内に配置される。従って、センシングエレメントは、センサチッ
プを回路基板に取り付ける間およびはんだ付けする間、汚染から保護される。
【００１０】
　基板は有利には半導体基板であり、望ましくはシリコーン基板である。しかし、基板が
セラミック基板、ガラス基板、または他の誘電性基板として組み込まれてもよい。１つの
例では、基板の厚さは５００μｍ～８００μｍの間であり、これは、ウェハの共通の標準
的な厚さである。他の実施形態では、標準的なウェハはより薄くてもよく、基板の厚さは
２００μｍ～４００μｍの間であり得る。
【００１１】
　基板が提供され、少なくとも１つの絶縁層および／または少なくとも１つの導電層を含
み、有利には、１つまたは複数の絶縁層と１つまたは複数の導電層とから成る積層体が、
この基板の片側に堆積される。この側は前面と称される。有利には積層体は、ＣＭＯＳ層
のスタックであり、ＣＭＯＳ製造プロセスを用いるために規定される。このようなＣＭＯ
Ｓ処理では、コンダクタと他の回路、有利には、能動的な電子回路が、特に、ドーピング
等によって基板内へ処理される。センサチップ内に組み込まれている電子回路は、例えば
、本願の対象であり、センサチップの機能性の範囲である。これは、例えば、センシング
エレメントからの信号を評価する、または、増幅するための評価または増幅回路を含み得
る。有利には、電子回路は、開口部のために残されている基板の領域の外側に配置されて
いる。
【００１２】
　この処理は、センサチップを外部へ電気的に接続するための、スタック内のコンタクト
パッドの画定および製造も含む。コンタクトパッドは、スタックの導電層から処理加工可
能である。これは、接触を可能にするために部分的に露出される。この例では、スタック
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内で製造されたコンタクトパッドは、センサのためのコンタクトパッドとして用いられる
。異なる実施形態では、特にその間に配置されている層無く、このスタックは、絶縁層に
よって被覆されている。この絶縁層は、スタックのコンタクトパッドと接続し、外部から
アクセス可能な自身のコンタクトパッドを提供する、再配線層と称される導電構造を含ん
でいる。有利には、この再配線層は、１つまたは複数の絶縁層と導電性構造体とから成る
。このコンテキストでは、および、一般的に適用可能に、エレメントが基板の前面に配置
されている場合、このような配置は、基板の前面上へのこのエレメントの堆積を含むべき
でるが、これは、このようなエレメントの、基板の前面に堆積されている他の層への堆積
も含むべきである。従ってこのエレメントが必ずしも、基板自体に接触する必要はない。
それでもやはりこれらのエレメントは、基板の後面または側面に配置されないように、前
面に配置される。当然ながら、同様のことが、後面またはあらゆる他の箇所に当てはまる
。
【００１３】
　有利には、電極は、センシングエレメントとの相互作用のために、スタック上にまたは
スタック内に配置され、特に開口部にわたって延在するスタックの一部分に配置される。
スタックは種々の導電層を含み得る。これらの導電層のうちの１つまたは複数は、有利に
は、センシングエレメントとの相互作用のために準備される。有利には、電極は、スタッ
クの１つまたは複数の導電層内に形成され、センシングエレメントに直接的に接触しても
、センシングエレメントと非接触に相互作用してもよい。これは例えば容量性測定であり
。有利には、このスタックは底面誘電層を含む。これは、開口部にわたって延在するスタ
ックの一部分において、開口部に面している。電極は、この底面誘電層内に、または、底
面誘導層上に、開口部にわたって延在しているスタックのこの一部分において配置されて
いる。
【００１４】
　電極の構造とコンパチブルな方法で、加熱構造体が、センシングエレメントを加熱する
ために、スタック内にまたはスタック上に構築され得る。センシングエレメントの加熱は
、センシングエレメントが金属酸化物を含んでいる場合に、上昇した温度でセンシングエ
レメントを動作させるために必要となる。例えば、これは、ガスセンサを実装するために
用いられる。他の実施形態において、センシングエレメントが温度センサまたは湿度セン
サである場合に、加熱は、周辺温度に加えて、第２の温度測定点を誘発するために必要で
ある。これは例えば、テストのためである。有利には、加熱構造体は、スタックの１つま
たは複数の誘電層内に形成される。有利には、このスタックは、開口部にわたって延在す
るスタックの一部分において、開口部に面している底面誘電層を含む。加熱構造体は、開
口部にわたって延在するスタックのこの一部分において、底面誘電層内に、または、底面
誘電層上に配置される。有利には加熱構造体は、電極と同じ層内に製造され、有利には同
じ製造ステップによって製造される。
【００１５】
　１つの実施形態では、適切な場合に、電極または加熱構造体は、電子回路の処理の間に
製造される。従って、この上に堆積されるスタックを有しているが、まだ開口部が設けら
れていない基板が、電子回路、電極および／または加熱構造体を形成するために加工処理
される。その後、開口部が、基板の後面から基板内に形成される。特に、開口部のエッチ
ングがスタックの部分内に達し、電極または加熱構造体それぞれを開放させてよい。
【００１６】
　種々の実施形態では、例えば、電子回路を集積するために、その上にスタックが堆積さ
れた基板が処理される。しかし、ここでは電極および／または加熱構造体はまだ構築され
ていない。その後、基板内に開口部が形成され、電極および／または加熱構造体が、この
開口部を通して、基板の後面から、開口部に面しているスタックの一部分の上または中に
製造される。これは、１つの選択肢において、開口部を通じた、電極および／または加熱
構造体の付加的な堆積を含み得る。別の選択肢では、これは、１つまたは複数の層におけ
る、開口部を通じた電極および／または加熱構造体の構築を含む。この層は例えば、存在
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するスタックの導電性層である。開口部は例えば、エッチングによって製造される。
【００１７】
　代わりにセンシングエレメントは、有利には、基板の後面から、開口部を通って製造さ
れる。センシングエレメントを形成する材料は、有利は、開口部に面しているスタックの
側または、この側に堆積された層に加えられる。これは基板の開口部を通じて、反応性材
料を非接触分注することによって行われる。非接触分注は、プリンティング、スプレーコ
ーティング、特に非接触マイクロ分注を含むべきである。あらゆるケースにおいて、セン
シングエレメントは、電極および／または加熱構造が製造された後に設けられる。
【００１８】
　センシングエレメントとあらゆる電極または加熱構造体との間に、電極および／または
加熱構造体を保護するための保護コーティングを設けてよい。有利には、この保護コーテ
ィング、例えばＳｉＮ層は、基板の後面から、開口部を通じても設けられ、その前にまだ
処理されていない場合には、反応性材料より前に、かつ、あらゆる電極または加熱構造体
を製造した後に堆積される。このような場合、センシングエレメントは、有利には、保護
コーティング上に堆積される。
【００１９】
　有利な実施形態では、基板の後面にメンブランが配置され、センシングエレメントから
離れて開口部にわたって延在する。このようなメンブランは、センシングエレメントを保
護する。または、これによって、測定される媒体が、センシングエレメントにアクセスす
ることができる。従って、このような媒体、例えばガスはこれを通過することができる。
このメンブランは有利には、ポリマー、例えばＧｏｒｅ　Ｔｅｘ（Ｒ）から成る。このメ
ンブランは有利には、基板または基板の後面に堆積されている層に貼られる、例えば、接
着される。メンブランは、自身がセンシングエレメントへの十分なアクセスを可能にする
場合には恒久的なカバーとして提供される、または、択一的に、製造中の一時的な保護と
して提供される。
【００２０】
　センサチップは、上述したように、あらゆる他のパッケージなく、回路基板上に取り付
けられる。択一的に、センサチップはさらにパッケージされる。これは例えば、ケーシン
グをキャスティングすること、キャップウェハを基板後面に設けること、またはその他の
手段によって行われる。その後、センサチップは回路基板上に取り付けられる。
【００２１】
　有利な実施形態では、センサチップは、ガスセンサ（有利には湿度センサ）、液体流量
センサ、気体流量センサ、圧力センサ、赤外線センサのうちの１つまたは複数として用い
られる。相応する１つまたは複数のセンシングエレメントが提供される。有利な実施形態
では、２つまたは３つ以上のセンシングエレメントが設けられ、これらは種々の測定量に
対して感度を有する。特に、これらのセンシングエレメントは、少なくとも２つの測定量
に対して異なって反応する。これらの測定量のうちの１つは湿分であり得る（すなわち、
気体キャリヤ内の気体の水）。例えば、１つのセンシングエレメントが主に湿分のみに対
して感度を有し、他のセンシングエレメントは、水以外の気体に強く反応する。従って、
２つのセンサによる測定を組み合わせることによって、湿分ならびに他の気体の量的また
は質的な分析が実現される。１つの実施形態では、これらの複数のセンシングエレメント
が、スタックの同じ部分に設けられ、従って、共通の開口部を通じて設けられる。別の実
施形態では、各センシングエレメントに対して異なる開口部が基板内に製造され、各セン
シングエレメントは、スタックの異なる部分に加えられる。ここで各部分は、異なる開口
部にわたって延在している。種々の複数の開口部が同じステップにおいて、例えばエッチ
ングによって製造される。センシングエレメントが１つよりも多い、全てのケースにおい
て、各センシングエレメントが、自身に割り当てられた開口部を通じて、類似のまたは同
じ製造ステップによって、例えば、基板の各開口部を通じて、影響を受ける反応性材料を
非接触分注することによって製造されるのは有利である。影響を受ける反応性材料は、種
々の開口部を通じて同時に、または、連続して、分注可能である。プリントヘッドには、
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異なる反応性材料を含んでいる種々のチャンバが設けられる。別個の開口部が有利であり
、ここでは、種々のセンシングエレメントが、相互に依存せずに、熱的にコントロールさ
れる。付加的に、各センシングエレメントに対して、堆積スペースは、他のあらゆる手段
を用いずに、開口部の壁部によって規定される。
【００２２】
　有利には、複数のセンサチップが１つの共通のウェハから製造される。特に、前述の全
てのステップがウェハの上で処理され、これらのステップの後にウェハが個々のセンサチ
ップにダイシングされることが構想される。従って、有利には、複数のセンシングエレメ
ント用の開口部が、ウェハ内に、ウェハの後面から形成され、有利には、同時に形成され
る。有利には、センシングエレメントは、ウェハのダイシング前に、ウェハの各開口部内
に入れられる。これは同時に、または、連続して行われる。
【００２３】
　択一的に、ウェハのダイシングの後に幾つかのステップが生じ得る。例えば、センシン
グエレメントがダイシングの後に、すなわち、各センサチップ個々に設けられてもよい。
【００２４】
　本考案の有利な実施形態を、従属請求項並びに以降の明細書に記載する。
【００２５】
　記載された全ての実施形態は同様に、センサチップ、センサチップの使用、およびセン
サチップの製造方法に適する。それらが詳細に記載されていなくても、実施形態の種々の
組み合わせから、相乗効果が生じ得る。さらに、そうでないことが明確に言及されていな
い限り、方法に関する本発明の全ての実施形態が、記載されたステップの順番で、または
、あらゆる他の順番で実施され得る、ということに留意されたい。本願発明の開示内容お
よび範囲は、特許請求の範囲に記載されている順番にかかわらず、ステップのあらゆる順
番を含むべきである。
【００２６】
　本発明の上述した実施形態および他の実施形態、特徴および利点は、図面と関連して以
降で説明される実施例からも引き出され得る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態に即したセンサチップの断面図
【図２】本発明の別の実施形態に即したセンサチップの断面図
【図３】本発明のさらに別の実施形態に即したセンサチップの断面図
【図４】三種類の、本発明の別の実施形態に即したセンサチップのスタックの部分の断面
【図５】本発明の別の実施形態に即した方法のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図１には、本発明の実施形態に即したセンサチップが示されている。
【００２９】
　このセンサチップは、前面１１と後面１２とを備えた基板１を含んでいる。基板１は、
自身の後面１２から自身の前面１１まで、基板１を通る開口部１３を含んでいる。この開
口部１３は、１つの実施形態では、センサチップの中央に配置されている。１つの実施形
態では、基板の開口部１３は、１００μｍ～５００μｍの間の直径を有する。
【００３０】
　誘電層と導電層とから成るスタックが、基板１の前面１１に配置されており、これは集
合的に、参照番号２で示される。スタック２の誘電層（複数）は、ＳｉＯまたはＳｉＮを
含み、金属導電層は（複数）はＡｌ等の金属またはポリシリコンを含む。スタック２は、
開口部１３にわたって延在し、膜状の構造体として用いられる。これは、センサチップの
熱的に絶縁された領域を表す。一般的に、および、本実施形態から離れて、この膜状の構
造体が完全に開口部１３を覆い、これによって、開口部１３を基板１の前面１１から分け
るのは有利である。しかし、異なる実施形態では、膜状の構造体は、開口部を完全に覆わ
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ず、その代わりに、１つまたは複数の貫通部を有する。
【００３１】
　スタック２の層は、有利には、ＣＭＯＳ層であり、とりわけ基板１内に組み込まれてい
る電子回路１０の接触接続のために用いられる。１つまたは複数の導電層は、外部からの
センサチップの接続のためのコンタクトパッド２９を形成するためにも使用される。付加
的に、別の１つまたは複数の導電層が、電極２４を形成するために使用される。これらの
電極は、有利には、開口部１３にわたって延在するスタックの一部分の中に、または、上
に形成される。
【００３２】
　開口部１３にわたって延在している、スタック２のこの一部分の上には、センシングエ
レメント４が配置されている。有利な例では、センシングエレメント４は、スタック２内
の電極２４から、保護層５によって分けられる。なぜなら、電極２４とセンシングエレメ
ント４との間に直接的なオーム接触が必要とされないからである。従って、スタック２の
片側には、開口部１３に面している一部分において、第１の保護膜５とセンシングエレメ
ント４とが加えられる。
【００３３】
　センシングエレメント４は、センシング層を含み得る。これは、測定が望まれる測定量
に対して感度を有する金属を含んでいる。１つの例では、センシングエレメント４は湿分
に対して感度を有し、センサチップは湿度センサである。この例では、電極２４は、図示
されているように、大きい電極構造の一部のみを示している。これは例えば、インターデ
ジタル電極であり、センシングエレメント４と相互作用する。有利には、電極２４は、セ
ンシングエレメント４の容量を測定する。このセンシングエレメント４は１つの実施形態
ではポリマーである。
【００３４】
　電極が、インターデジタル電極であり得ると述べたが、他の電極のデザイン、例えば単
なる電極対も使用可能である。
【００３５】
　他の実施形態では、センシングエレメント４は、湿分とは異なる、１つまたは複数の検
体に対して感度を有するセンシング層を含み得る。ここでは、このセンサチップは、水と
は異なる少なくとも１つの気体成分に対して感度を有するガスセンサである。この例では
、電極２４は、センシングエレメント４と相互作用する。これは、センシングエレメント
４の抵抗の測定を可能にするオーム接触、すなわち抵抗性の接触によって行われる。この
ようなケースでは、保護層５が、少なくとも、電極２４の領域において省かれる。センシ
ングエレメント４は、１つの実施形態では、金属酸化物（ＭＯＸ）材料を含む。
【００３６】
　任意的に、他の絶縁層３が、スタック２に配置される。これは図１に示されている。こ
の絶縁層３は、導電性の再配線層３１とセンサチップのコンタクトパッド３２とを含んで
いる。これらは、絶縁層３から露出している。
【００３７】
　コンタクトパッド３２には伝導エレメント３３が取り付けられている。この例において
この伝導エレメントは、半田ボールである。しかしこれらが、コンタクトパッド３２に配
置され、基板１の前側面から突出する他のタイプの伝導エレメントであってもよい。
【００３８】
　この例では、センサチップは、コンダクタボード８上に配置されている。これは例えば
、プリント回路基板であり得る。コンダクタボード８は、コンタクトパッド８１を含んで
いる。これは、半田ボールを介して、センサチップのコンタクトパッド３２に接続されて
いる。コンダクタボード上のセンサチップの配置は、集合的に、センサデバイスと称され
る。
【００３９】
　基板の後面１２には、任意的な光学的不透明層７が設けられている。これは、開口部１
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３にわたって延在していても、いなくてもよい。この光学的不透明層７は、光学的な保護
を、特に電子回路１０に対して提供し、例えば、金属から成り得る。光学的不透明性は、
要望に従って、紫外線不伝導性、可視光不伝導性および／または赤外線不伝導性も含み得
る。
【００４０】
　付加的に、任意的なメンブラン６が、基板１の後面に配置可能であり、この実施形態で
は、光学的な保護層６の上に配置されている。しかし、このメンブラン６は開口部１３に
わたって延在する。これは、センシングエレメント４に対する機械的な保護として用いら
れるべきである。このメンブランは有利には、測定されるべき媒体に対して透過性である
。
【００４１】
　光学的不透明層７が開口部１３にわたって延在する場合、これは、メンブラン６と同様
に透過性であるべきである。実際、メンブラン６と光学的不透明層７は、有利には、同じ
材料層によって形成されている。
【００４２】
　図２では、センサチップが、本発明の別の実施形態に従って提供されており、これは同
様に、断面図で示されている。同一のエレメントには、図１と同じ参照番号が付けられて
いる。
【００４３】
　この実施形態は、図１の実施形態と、次の点において異なっている。すなわち、層のス
タック２上にまたはスタック２内に配置されている電極２４に加えて、加熱構造体２５が
このスタック上に、または、このスタック中に配置されている、という点である。加熱構
造体２５は、抵抗性の加熱構造体であり、センシングエレメント４を加熱するのに用いら
れる。
【００４４】
　図１の実施形態と比べて第２の相違が、より詳細に、拡大部分において示される。ここ
では、基板１内に形成された開口部１３が、基板１の深さ全体を通して到達し、さらにス
タック２内へとある程度まで到達していることが明らかである。このようにして、スタッ
ク２の、開口部１３にわたって延在している一部分が、さらに薄くなる。すなわち、厚さ
が低減される。従って、センシングエレメント４と、適用可能である場合には、保護コー
ティング５とは、図１と比べてより低いレベルに位置する。
【００４５】
　図３では、センサチップが、本発明の別の実施形態に従って提供される。これは、再び
、断面図で示される。この実施形態では、２つのセンシングエレメント４と４１とが設け
られている。ここでは、次のことが特に想定されている。すなわち、例えばポリマー層で
あるセンシングエレメント４１が、主に、湿分に対して感度を有し、その対応する電極２
４１が容量性測定を接続するために櫛形に組み合わせられる、ということである。これに
比べて、センシングエレメント４は、水以外の少なくとも１つの気体の検体に対して感度
を有し、特に金属酸化物を含む。これは、熱を加えた状態で、検体に対して反応を示すよ
うになる。この熱は、加熱構造体２５によって提供される。電極２４は、センシングエレ
メント４の抵抗を測定し得る。本実施例では、各センシングエレメント４、４１は、専用
の開口部１３を通して設けられる。開口部１３と１３１は、図示されているように列にな
っており、基板１の壁部によって分離される。他の実施形態では、開口部の１つが、環構
造の形態で、他の開口部を包囲している。
【００４６】
　図４は、本発明の実施形態に従ったセンサチップのスタック２の種々の実施形態を示し
ている。全ての実施形態に対して、スタック２が、参照番号２１～２３によって示されて
いる、絶縁材料の少なくとも３つの層を含んでいることが想定される。これらの各層の間
には導電層が設けられており、この導電層は、現在のスタック２が進化するように、構造
化され、絶縁材料が補われている。図４ａ）では、絶縁層２１と２２との間、および、絶
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縁層２２と２３との間で導電層が完全に除去される、または、依然として存在するが図示
されていない、または、他の目的のために構築される。電極２４がセンシングエレメント
との相互作用のために設けられる第１の導電層においてのみ、これは後に、スタック２上
に配置される。本ケースでは、電極は、インターデジタル電極である。
【００４７】
　そこから電極が構築される第１の導電層は、ＣＭＯＳ処理のコンテキストでは、Ｍ１層
とも称される。電極２４の頂部には、保護コーティング５が堆積されている。この上には
最終的に、反応性材料が、センシングエレメントを構築するために堆積される。例えば、
絶縁層２３の下方に、図示されたものと異なる、他の絶縁層および導電層が存在してもよ
い。より多くの導電層および絶縁層が存在してもよい。
【００４８】
　図４ｂ）では、再び、電極が、第１の導電層Ｍ１内に形成されている。これらの電極２
４は、エッチングによって形成され、そのため、第２の導電層Ｍ２内のエッチングストッ
プ構造体２６を用いる。これは、第１の導電層Ｍ１内で、電極の周辺でエッチングを終了
させるためである。このエッチングは、基板１内の開口部のエッチング前に事前に処理さ
れる、または、開口部の形成後に、開口部１３を通して処理される。結果として生じる構
造体はその後、任意的に、保護コーティング５によって被覆される。
【００４９】
　図４ｃ）では、電極２４および２７が、例えばＭ１およびＭ２である２つの異なる導電
層内に形成される。これはエッチングによって、そのため、エッチングを終了させるため
に、第３の導電層Ｍ３におけるエッチングストップ構造体２８を用いて行われる。結果と
して生じる構造体は、その後、任意的に、保護コーティング５によって被覆される。この
エッチングは、基板１内に開口部をエッチングする前に事前に処理される、または、開口
部が形成された後に、開口部１３を通じて処理される。
【００５０】
　図５は、本発明の実施形態に即した方法のフローチャートを示している。
【００５１】
　この実施形態では、ステップＳ１において、その前面に積層体が配置されている基板が
、提供される。有利にはこのスタックは、ＣＯＭＳ層のスタックである。この段階では、
電子回路が既に、基板内に集積されていること、および、このスタックの層が構造体であ
ることが想定される。従って電子回路が所望の方法で接続される。これに加えて、次のこ
とが想定される。すなわち、あらゆる電極および／または後にセンシングエレメントと相
互作用するように意図されて加えられる加熱構造体が既に、ＣＭＯＳ層のスタック内に含
まれている１つまたは複数の導電層から、スタック内に構築されていることが想定される
。
【００５２】
　中間再配線層に対する必要性への選択要件である次のステップＳ２では、絶縁層および
その中の金属経路が、スタックの上部に、基板の前面に製造される。これは、ＣＭＯＳ層
のスタックから露出されているコンタクトパッドを、異なる箇所にある、異なる距離にあ
る、または異なるサイズを有しているコンタクトパッドにマッピングするためである。こ
れらのコンタクトパッドは、伝導エレメント（半田ボール）を介してセンサチップに電気
的に接触するために外部からアクセス可能である。
【００５３】
　ステップＳ３では、開口部が基板の後面からエッチングされる。ここでは、基板は有利
には、自身の後面から前面へとエッチングされる。これは、積層体で停止される、または
その内部に僅かにエッチングされる。
【００５４】
　電極がまだ形成されていない場合には、これらは、これらの電極がここで、ステップＳ
４において、開口部を通じて、開口部に面している基板の一部分の側で形成される。エッ
チングおよびクリーニングステップが含まれ得る。このステップは、露出および／または
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得る。
【００５５】
　これに続く任意的なステップＳ５では、保護コーティングが開口部を通じて、開口部に
面しているスタックの側に設けられる。
【００５６】
　ステップＳ６では、センシングエレメントが開口部を通じて、開口部に面しているスタ
ックの側に設けられる。保護コーティングがステップＳ４で設けられる場合には、センシ
ングエレメントが、保護コーティング上に堆積される。
【００５７】
　任意的なステップＳ７では、任意的な不透明層と保護メンブランとが、有利には、２つ
の機能を満たす単一の材料層として、または別個に、加えられる。この層またはこれらの
層は、例えば、この基板に接着される。保護メンブランは、この基板内の開口部にわたっ
て延在する。
【００５８】
　ステップＳ８では、伝導エレメント３３、例えば半田ボールが、基板の前面でコンタク
トパッドに堆積される。ステップＳ２に従って再配線層が設けられている場合には、半田
ボールは、その中／上に形成されているコンタクトパッド上に堆積される。ステップＳ２
が省かれた場合には、半田ボールは、１つまたは複数の導電層からのスタック内に構築さ
れたコンタクトパッド上に直接的に堆積される。
【００５９】
　複数のセンサチップがウェハから製造される場合には、ステップＳ１～Ｓ８までの少な
くとも幾つかのステップまたは全てのステップが、ウェハ規模で、すなわち、ウェハを各
センサチップに分割する前に提供される。例えば、複数の開口部が、同時にまたは連続的
にウェハ内にエッチングされる。
【００６０】
　ステップＳ９では、ウェハは、例えばダイシングによって、複数の個々のセンサチップ
に分割される。
【００６１】
　上述したように、それと異なることが記載されていなければ、ステップＳ１～Ｓ９は、
図５に示されている順番で実行される必要はない。例えば、ステップＳ７とＳ８とを、交
換してもよい。または、ステップＳ６を、ダイシングの後に（すなわち、ステップＳ９の
後に）実行することができる。
【符号の説明】
【００６２】
　１　基板、　２　スタック、　３　再配線層、　４　センシングエレメント、　５　保
護コーティング、　６　メンブラン、　８　回路基板、　１０　電子回路、　１１　前面
、　１２　後面、　１３、１３１　開口部、　２１　底面誘電層、　２４　電極、　２５
　加熱構造体、　２９、３２、８１　コンタクトパッド、　３３　伝導エレメント
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